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Résumé de la thése

Le nitrure de gallium (GaN) et ses alliages teeset quaternaires suscitent de plus en plus tBingéns les
communautés scientifiques et industrielles poursi@otentielle utilisation dans des dispositifsélenique haute
fréquence, pour les transistors a forte mobilieE@bnique, pour la photo-détection UV et les dedlisolaires de
nouvelles générations.

L’aboutissement de ces nouveaux composants nestv/é a I’heure actuelle, entre autre, par lamaitrise des
techniques d’établissement de contacts électriqtiest dans ce cadre général que s’inscriventdemtix de cette
these.

Méme si I'objectif principal de cette thése coneelfétude des défauts électriquement actifs daallmges de semi-
conducteurs a grand gap B(AIGa)N et de leur rotesdes propriétés de transport, la réalisationcdesacts ohmiques
et des contacts de grille constitue une étape eskedans la réalisation des dispositifs a étudie

Pour les contacts ohmiques, nous avons déposedelas de type Ti/Al/Ti/Au (15/200/15/200) par éwvegtion
thermique. Des résistances spécifiques des comtadtsrdre de 3 .16Qcn? ont été déterminées par les méthodes
des TLM linéaire et confirmées par les TLM circudgi. Une modélisation théorique a été entrepriee da sens pour
analyser les mesures expérimentales.

Ensuite on a réalisé des diodes Schottky en dépdsarcontacts métalliques de Platine (Pt) d’épais$50 nm. Des
facteurs d’idéalité de 1.3 et une hauteur de brarde 0.76 eV ont été obtenus et d’'une maniér@deiptible.

Une fois que ces dispositifs ont été réalisés,ainde des mécanismes de transport a été entrepriseis a permis de
mettre en évidence l'existence des effets tunmektit assisté par le champ, en plus de I'effatntioionique
classique. Ceci a été mis en évidence par des axedarcourant et de capacité en fonction de ladeatyre.

Pour les photodétecteurs, nous avons réalisésdesemmesures de courant et de capacité a I'obsetisous
illumination a des longueurs d’'ondes adaptéesn@essres nous ont permis de comprendre les phénsrdéergain
gu’'on a observés sur ces échantillons et aussiedear®n évidence des mécanismes thermiquemefs, alctint les
énergies d’activation ont été déterminées parclartigue de I'’Arrhenius.

L’étude des défauts électriquement actifs a étéém@ar la technique capacitive de transitoiresvisanx profonds,
la (DLTS). Cette technique a été récemment miseewe au laboratoire et nous a permis d’'effectasmgesures
sous différentes conditions incluant diverses [déions de repos, différentes fréquences, etrdiftés hauteur et
largeurs de pulse de polarisation. Un des résuitgiertants est la possibilité de caractérisatitanfais des pieges a
majoritaires et des piéges a minoritaire en chartggaplement les conditions de polarisation etr@arement aux
procédures habituelles ou une excitation optiqpgléientaires est souvent nécessaire pour augnianter
concentration des porteurs minoritaires. Il a a@&imis en évidence, en accord avec la plupantédedtats de la
littérature, I'existence de 6 piéges a électromss situés en dessous de 0.9eV de la bande deatimmjale trois
pieges a trous dans l'intervalle 0.6-0 .7 eV awsdssle la bande de valence et un piége a trouibdéa l'interface.

Une procédure rigoureuse de fit été mise au poiatpermis de confirmer nos résultats obtenusgpprdcédure
classique de I'Arrhenius.
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